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PREFACE

ésente modification a été établie par le Comité d'Etudes No. 40 de la CEI:
nsateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois| Rapport de vote Procédure des Rapport de vote
Deux Mois
40(BC)620 40(BC)669
40(BC)679 40(BC)687
£\
Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports orrespondants
mehtionnés dans le tableau ci-dessus.
Le| numéro QC qui figure sur la page de couverture de Ta _p¥ i i est
le| numéro de spécification dans le Systéme CEI d'asswrance
composants électroniques (IECQ).
Page 2
- lAjouter & la Section Quatre, 1&
4.31 Montage (pour les résist 12
.32 Adhérence.... 16
4.33 Robustesse de 16
Page 16 _
- [Ajouter un nu
2./2.22 Résistanee\chipse
Rési
des nt appropriée son montage dans les circuits hybridesg
es ‘cartes imprimées.
Pgage 18
Pgragraphe(3.1
Rémplacer le texte existant par:
3. T m (] ce
de la qualité complet tel que le Systéme CEI d'assurance de la qualité
des composants électroniques (IECQ), avec homologation et contrdle de la
conformité de la qualité, on doit suivre les procédures des para-
graphes 3.4 et 3.5.
3.1.2 Quand ces documents sont utilisés a 1'extérieur d'un systéme d'assurance

de la qualité tel que le Systéme IECQ & des fins telles que 1'épreuve
d'une conception ou des essais de type, les procédures et les exigences
des paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 b) peuvent étre appliquées, mais dans tous
les cas, les essais et parties d'essai doivent étre effectuéds dans
1'ordre donné dans le programme d'essai.
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PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 40: Capacitors

and Resistors for Electronic Equipment.

The text of this amendment is based upon the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting Two Months' Report on Voting
Procedure
40(C0)620 U4o(Co)669
40(C0)679 40(C0)687

Further information can be found in the relevant Reports on g indicated
the table above.
The QC number that appears on the front cover of this p e
specification number in the IEC Quality Assessment
Components (IECQ).
Hage 3
- Add in Section Four, the fol

4.31 Mounting (for chip resis y et eseneesesnaesaes

4,32 Adhesion.......evveeena{.. N ceeaeen

4.33 Bond strength of the end f e e e
Rage 17
- Add a new Sy
4.2.22 Chip resi

b f

Rage 19
Jub-clause 3.1
Replace.the existing text by:
31 When these documents are being used for the purpose of a full quality

assessment system such as the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ), with Qualification Approval and Quality

Conformance Inspection, the procedures of Sub-clauses 3.4 and 3.5 shall

be complied with.

in

13
17
17

3.1.2 When these documents are used outside such quality assessment systems as
the IECQ system for purposes such as design proving or type testing, the
procedures and requirements of Sub-clauses 3.4.1 and 3.4.2 b) may be used,
but the tests and parts of tests shall be applied in the order given in

the test schedules.
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Page 30
-~ Au paragraphe 4.,6.1 remplacer "trois" par "quatre",
- Ajouter les nouveaux paragraphes 4.6.1.4 et 4.6.1.5:

4.6.1.4 Méthode pour les résistances chipses de forme rectangulaire

L'essai doit 8tre effectué la résistance étant montée comme indiqué en
figure 7a.

La force de maintien donnée par le ressort doit &tre de 1,0 = 0,2 N,
sauf spécification contraire en spécification particuliére. Le point
du contact du bloc métallique doit étre centré pour _assurer une bopne
répétabilité des résultats.

Bloc metallique
Point d'essai A

Point
d'essai B

nce
ire.

4.6.1.5

[+

ue

N

S . les
zones de\ contact.

Bloc metallique L1 Materiau
en V isolant

Point d'essai A

Plague

metallique

Vg _ﬂ..'
/)

=
D
-
=l &

< \s

Point d' i inu . . ~
oint d'essai B Ra re en V Les sorties doivent etre en contact avec

les bords. de la rainure dans la plaque
métallique.

Figure 7b: Appareil d'essai pour la tension de tenue et la résistance
d'isolement des résistances chipses de forme cylindrique.
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Page 31

- In Sub-clause 4.6.1 replace "three" by "four".

- Insert new Sub-clauses 4.6.1.4 and U4.6.1.5:

4.6.1.4 Method for rectangular chip resistors

6

1.5

The test shall be performed with the resistor mounted as shown in
Figure Ta.

. . ’
specified in the detail specification. The point of contact of the,ms
block shall be centrally located to ensure good repeatability of‘npesy

Tnsulation materia

Metal block
Test point A

Figure 7a: Insylabion resistance Wnd voltage proof test jig for

Metho(/}éy y

lindri

the spring shall be 1.0 = 0.2 N, unless

in the detail specification.

the test block shall be chosen so that a minimum
mm to the contact areas is maintained.

L1
V-shaped )
metal block ini:lition
Test point A _-__—*——--—-_——_——h_““:;%éii;; ria
= = % 7 g Metal plate

Terminations shall be in contact
with the walls of the groove in the
metal plate.

Figure 7b: Insulation resistance and voltage proof test jig for
rectangular chip resistors.

djse

tal
1ts.
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Pages 30 et 32

- Remplacer le texte existant du paragraphe 4.6.2 par:

4,6.2 Pour toutes les résistances a l'exception des résistances chipses,
la résistance d'isolement doit étre mesurée, sous une tension continue
de 100 = 15 V pour les résistances dont la tension d'isolement est
<500 V ou de 500 = 50 V pour les résistances dont la tension d'isole-
ment est >,500 V, entre les deux sorties de la résistance reliées entre
elles et constituant 1'un des pdles et le hloc en V¥ oy la feuille
métallique ou le dispositif de fixation, constituant l'autre pdle.
Pour les résistances chipses la résistance d'isolememt—doit &tre
mesurée sous une tension continue de 100 £ 15 V ou g i
égale 3 la tension d'isolement, entre les points d i AN% indiqués
en figure 7 (le point d'essai A doit étre posi
La tension doit &tre appliquée pendant 1 mig ~ e
mais suffisante pour obtenir une lecture s ;. ba is% le-
ment doit &tre lue A la fin de cette péri
Rage 32
- Remplacer le texte existant d
4.7.2 Pour toutes les résistan pti a
tension d'essai doit étr tre les sorties de la résistance
3 gant~ Yo poles, et le bloc en V, ou
la (les) plaque{s) ix b¥tuant 1'autre pdle. La tension
d'essai doit ‘s siomralterdative de fréquence comprise entre
40 Hz et 6Q foi ugmentée progressivement a la vitesse
d'environ Nis zéro jusqu'a une valeur de crédte de 1,42 fo¢is
la va : i isotement prescrite dans la spécification
partic
> appliquée pendant 60 £ 5 s aprés que
a’ été atteinte.
chipses une tension alternative de fréquence
et 60 Hz et de valeur créte égale a 1,42 fois la
val afension d'isolement, doit &tre appliquée pendant 60 * $ s
entre~les points d'essai A et B indiqués en figure 7. La tension dojt
étre appliquée progressivement a la vitesse d'environ 100 V/s.
4 Remplacer le texte existant du paragraphe 4.7.3 par:
"T1 ne doit y avoir ni claquage (mis en évidence par un courant
de fuite supérieur ou égal a 10 uA), ni contournement."
Page 44

Paragraphe 4.17.2

- Au début de la premiére phrase, remplacer:

"Les résistances" par "Toutes les résistances & l'exception des
’ . 3
résistances chipses".
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Pages 31 and 33

- Replace the existing text of Sub-clause 4.6.2 by:

4.6.2 For all resistors except chip resistors, the insulation resistance
shall be measured between both terminations of the resistor connecte
together as one pole and the V-block or the metal foil or mounting
device, as the other pole. The measuring voltage shall be either

100 £ 15 V d.c. for resistors with an isolation voltage { 500 V or
500 & 50 V¥ d.c. for resistors with an isolation voltage 500 V.,

d

For chip resistors, the insulation resistance shall be measured wWith
a direct voltage of 100 = 15 V or a voltage equal to the isolation
voltage between Test points A and B as shown in Figu
(Test point A shall be positive).

e as i

The voltage shall be applied for 1 min or for s
] tante shal

necessary to obtain a stable reading; the iy
be read at the end of that perilod.

Page 33
-|Replace existing text of Sub-clause 4.

gst voltage shall be
stor connected together
or mounting plate(s) as
be alternating (40 to 60 Hz)
and shall be ipc¢ : about 100 V/s, from zero to a
peak value of<1.4e {i : f the isolation voltage specifie

After e specifisy s been reached the voltage shall
continw i y .

Replace theéxexisting text of Sub-clause 4.7.3 by:

"There shall be no breakdown (i.e. a leakage current ) 10 }
or flashover."

Page U5

(7]

[o))

A)

Sub=-clause 4.17.2

- At the beginning of the first sentence replace:

"Resistors" by "All resistors except chip resistors”.
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- Ajouter une seconde phrase rédigée ainsi:

"Les résistances chipses sont soumises & 1'essai Ta, Méthode 1 de la
Publication 68-2-20 (1979) de la CEI. Les modalités de 1'essai sont spec1-
fiées au paragraphe 4.17.4"

Note.- Les méthodes d'essai ci-contre sont uniquement destinées aux rési-
stances chipses congues pour l'essai de soudage en immersion totale.
Pour les autres types de résistances chipses la spécification par-
ticuliére doit spécifier les conditions de 1'essai applicable.

Page 146

- Renuméroter le paragraphe 4.17.4 existant qui devient 4.17.5.

- Ajouter le nouveau paragraphe 4,17.4 suivant:

4.17.4

4.17.4.1

Detail seld
de la figure

composant  Extrémité
métallisée
Figure 8

4.17.4.2 \stafice chipse étant tenue comme décrit en 4.17.4.1, la

pince doit &tre montée sur l'appareil d'essai décrit en figure 9.

4.17.4.3 La résistance chipse doit alors &tre immergée dans le bain d'alliage,

jusqu'a une profondeur de 10 mm. La température du bain doit &trdq de
235 + 5 °C et le temps d'immersion de 2 * 0,5 s.

4L.17.4.4 Apres un temps inférieur a 60 min les residus de flux doivent etre

enlevés de la résistance chipse en la nettoyant & 1'aide d'un solvant

approprié (voir Publication 68-2-45 de la CEI, paragraphe 3.1.1).

4,17.4.5 La résistance chipse doit ensuite étre examinée visuellement dans des
conditions normales d'éclairage et avec un grossissement de 10 environ.

Il ne doit pas y avoir de signe de détérioration.

Les deux extrémités et les zones de contact doivent étre recouvertes
d'une couche d'alliage lisse et brillante, avec seulement un petit
nombre d'imperfections dispersées, telles que pigures, zone non

mouillées ou présentant un retrait de mouillage. Ces imperfections ne

doivent pas &tre concentrées dans une seule zone.
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- Add a second sentence as follows:

"Chip resistors shall be tested in accordance with Test Ta, Method 1 of
IEC Publication 68-2-20 (1979) and the details specified in Sub-clause 4.17.4",

Note.~- The present test methods are only based on chip resistors suitable for
total immersion soldering tests. For other types of chip resistors the
detail specification shall specify the details of any alternative test.

Page— U7
- Renumber the existing Sub-clause 4.17.4 as 4.17.5.
- Include a new Sub-clause U4.17.4 as follows:
bor.u
method shall be applied:
hofr. 4.1
a non-activated soldering
excess flux shall be allqg
Detail at "A
of Figure 9
End face plating
Figure 8
4,17.4.2 esistor held as described in Sub-clause 4.17.4.1
e s shall be mounted on the immersion test apparatus as
shown in Pligure 9
4,17.4%3. The chip resistor shall then be immersed in the solder bath to a
depth of 10 mm. The temperature of the solder bath shall be 235 £ 5 [C
and the immersion time shall be 2 + 0.5 s.
4.17.4.4 After a maximum period of 60 min, flux residue shall be removed from
the chip resistor by cleaning with a suitable solvent (see IEC
Publication 68-2-45, Sub-clause 3.1.1).
4,17.4.5 The chip resistor shall then be visually examined under normal lighting

and approximately 10X magnification. There shall be no signs of damage.

Both end faces and the contact areas shall be covered with a smooth and
bright solder coating with no more than a small amount of scattered
imperfections such as pinholes or un-wetted or de-wetted areas. These
imperfections shall not be concentrated in one area.
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Exemple:

Came commandant les

temps d'immersion, de

séjour et d'émersion

dans le bain d'alliage
Moteur

B /O\

Composant

Bain en. essai ‘//;
d'alliage 5 Ressort

Page 46
Paragraphe 4.18.2
- Au début de la phra

stances a l'exception des

9) de la CEI et les modalités de 1l'essai s¢nt

ysai ci-contre sont uniquement destinées aux résigtances
pour l'essai de soudage en immersion totale. Pour|les
5 pes de re51stances chlpses la spe01flcatlon particuliére|doit

Paragraphe 4.18.3

- Renumeéroter le paragraphe existant qui devient 4.18.4.

~-{Ajouter le nouveau paragraphe 4,18.3 suivant:

4,18.3 Lorsque 1l'essai doit etre effectue sur des resistances chipses,
la méthode du bain d'alliage suivante doit &tre utilisée:

4.18.3.1 La résistance chipse doit étre tenue par une petite pince en acier
inoxydable comme indiqué en figure 8. Aucune partie de la pince
ne doit étre en contact avec les extrémités métallisées de la
. résistance.

La résistance chipse, tenue comme décrit ci-dessus, doit &tre immergée
dans un flux activé comportant 0,2% de chlorure, pendant 2 s environ.
Ensuite on doit laisser s'égoutter 1l'excés de flux.

4,18.3.2 La résistance chipse doit alors étre immergée dans le bain d'alliage,
jusqu'a une profondeur de 10 mm. La température du bain doit &tre
de 260 £ 5 °C. Le temps d'immersion de 5 ¢ 0,5 s ou 10 * 1 s comme
prescrit dans la spécification particuliére.
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Example:

Cam for controlling
dwell time and the
immersion and
withdrawal time . in
soclder bath

age U7

ib-clause 4.18.2

— Component
"A'. [~ §«—to be
tested

Solder bath
! Spring

I
k§\5e\:§:£;;>switch

\Q for Ynotor (on/off)
" ‘ﬁ>
AN X R

-| At the

of IEC

Sub~elause 4.18.3

beginni
"The resisto B s, except chip resistors”.
?

-| Add a second 3%
"Chip resistors\sha

oWs :
ed in accordance with Test Tb, Method 1A
PupTicatio

Tmmersion soldering tests. For other types of chip resistors
i} specification shall specify the details of any alternative

- ‘Rénumber the existing Sub-clause as 4.18.4.

- Include a new Sub-clause 4.18.3 as follows:

4.18.3

4.18.3.1

4.18.3.2

When chip resistors shall be tested the following solder bath
method shall be applied:

The chip resistor shall be held using a small pair of stainless steel
tweezers as shown in Figure 8. No part of the tweezers shall make

contact with the end face plating of the chip resistor.

The chip resistor shall be held as described above and shall be immer-
sed in solder flux activated with 0.2% chloride for approximately 2 s
and then excess flux shall be allowed to drain.

The chip resistor shall then be immersed in the solder bath to a depth
of 10 mm. The temperature of the solder bath shall be 260 = 5 °C. The
immersion time shall be 5 £ 0.5 s or 10 £ 1 s as prescribed by the
detail specification.
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4.18.3.3 Aprés un temps inférieur & 60 min les résidus de flux doivent &tre en-
levés de la résistance en la nettoyant a l'aide d'un solvant approprié
(voir Publication 68-2-45 de la CEI, paragraphe 3.1.1).

4,18.3.4 La résistance chipse doit ensuite &tre examinée visuellement dans des
conditions normales d'éclairage et avec un grossissement de 10 environ.
Il ne doit pas y avoir de signe de détérioration tel que fissures.

Il ne doit pas y avoir de dissolution des extrémités métallisées
(démouillage) sur plus de 25% de la longueur de l'aréte concernée.

Paragraphe 4.18.3

Au deuxiéme alinéa ajouter aprés "2U x 4 pn:
"(pour les résistances chipses 1 a 2 h)".
Page 62 :

Ajouter les nouveaux paragraphes suivants:

.31 Montage (pour les résistances chipses u

4.31.1 Les résistances chipses doivent étfe mo a un substrat approprié,
la méthode de montage dépend de ' de la résistance.
Le matériau du substrat doit : une carte imprimée eh
verre époxy de 1,6 mm/d ¥ 2 ‘ efinii dans la Publica-

tion 249-2 de la CEI, 604 i . 5) Jou un substrat d'alumine
d'épaisseur 0,635 mm. do : ecter les résultats des esgais
ou des mesures. La sp a

ﬁle-

raccoife
1 iques

te de

.31.2 ue,
appropriée dont les propriétés peuvent étre données dang| la
ftion particuliére doit &tre utilisée pour fixer le composjant

sur le substrat avant le soudage.

Des petits points de colle doivent &tre appliqués entre les conducteurs
du substrat au moyen d'un systéme approprié assurant des résultats
Tépetitiis.

Les résistances chipses doivent étre placées sur les points de colle a
1'aide d'une petite pince. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de colle sur
les conducteurs, les résistances chipses ne doivent plus alors étre
déplacées.

Le substrat avec les résistances doit 8tre chauffé dans un four a 100 °C
pendant 15 min,

Le substrat doit &tre soudé a la vague. L'appareil doit &tre reglé pour
obtenir une température de préchauffage de 80 °C & 100 °C, une tempéra-
ture du bain de soudure de 250 °C et un temps de soudage de 5 s.
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4,18.3.3 After a maximum period of 60 min flux residues shall be removed from
the chip resistor by cleaning with a suitable solvent (see IEC
Publication 68-2-45, Sub-clause 3.1.1).

4.18.3.4 The chip resistor shall then be visually examined under normal lighting
and approximately 10X magnification.
There shall be no signs of damage such as cracks.

Dissolution of the end face plating (leaching) shall not exceed 25% of
the length of the edge concerned.

SuL—clause 4,18.3

In| the second paragraph insert after "24 %= 4 h":

“(for chip resistors 1 to 2 h)".

Pajge 63
Add the following new sub-clauses:
4 31 Mounting (for chip resistors only)

4.31.1 Chip resistors shall be mounted «
of mounting will depend
The substrate material
laminated printed board

the result of any test qr
indicate whic i i

to permit

conne esistor terminals. The details shall be

sed to fasten the component to the substrate before soldering
Is performed.

~ " 'Small dots of the glue shall be applied between the conductors of tTe

The chip resistors shall be placed on the dots using tweezers.
To ensure that no glue is applied to the conductors, the chip
resistors shall not be moved about.

The substrate with the chip resistors shall be heat-treated in
an oven at 100 °C for 15 min.

The substrate shall be soldered in a wave soldering apparatus.
The apparatus shall be adjusted to have a pre-heating temperature of
80 °C to 100 °C, a solder bath at 250 °C and a soldering time of 5 s.
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L'opération de soudage doit &tre répétée une nouvelle fois (deux
cycles au total). '

Le substrat doit &tre nettoyé pendant 3 min dans un solvant approprié
(voir Publication 68-2-45 de la CEI, paragraphe 3.1.1).

4.31.3 Lorsque la spécification particulieére prescrit un soudage par fusion,
la procédure de montage suivante doit étre appliquée:

a) L'alliage ntilisé sous forme de piAte ou de préforme doit &tre u
eutectique Sn/Pb comportant au moins 2% d'argent avec un flux @on
activé comme indiqué dans la Publication 68-2-20 (1979) de la(CHI:
Essai T: Soudure.

D'autres alliages tels que 60/40 au 63/37 peuve
lorsque la constitution des résistances chipse
barriére.

e utilisés
che

gre

tre
ure

l'aide d'un solvant approprie
de la CEI, paragraphe 3.1.1).
irieure doit 8tre telle qu'il n'ly

e soudage en phase vapeur est appliqué, la méme méthode
8tre utilisée avec les températures adaptées.

" 0, le— 100
L—- 15
. =7 10
_Zt":" . 9
8
3& 7
w ? [ ] 6
Note 6 5
4
3
2
1
Note 5
g 0

Figure 10: Substrat approprié pour les essais mécaniques et électriques
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4.31.3

The soldering operation shall be repeated once more (two cycles in
total).

The substrate shall be cleaned for 3 min in a suitable solvent (see
IEC Publication 68-2-U45, Sub-clause 3.1.1).

When the detail specification specifies reflow soldering, the follow-
ing mounting procedure applies:

a) The solder used in preform or paste form shall be silver bearing

(2% minimum) eutectic Sn/Pb solder together with a non-activated
flux as stated in IEC Publicaton 68-2-20 (1979): Test T: Soldefing
Alternative solders such as 60/40 or 63/37 may be
whose construction includes solder leach barriers

b) The chip resistor shall then be placed across

and substrate land areas.

c) The substrate shall then be placed i
system (molten solder, hot plate,

Notes 1.

A%}
.

used on chips

e soldering is applied, the same method mpy
the temperatures adapted.

0.5

b 15—
N A 77 10
— .-l 2
TS 7 8
e vzerzr
W 6
Note 6 5
4
3
2
1
Note 5
L 0

Figure 10: Suitable substrate for mechanical and electrical tests
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- B B P BB

e 30 mm =4

Figure 11: Substrat approprié pour les essais électriques

Naote 10 et 11

.32

.32.

.32.

323

1) EZ;SZZZ Zones soudables

Ne doit pas étre soudable(recouver
par un vernis non soudable)

2) Toutes les dimensions sont en mm
Tolérances: moyennes

3) Matériau: Figure 10: Verre époxy
Epaisseyr:
. Figure 11: Alumine

nptées
dans
t de la

irde.

4.31.

g la
doit
diculaire a la face d'application. Cette force doit &tre

ée au corps de la résistance de fagon progressive, sans choc, et
re maintenue pendant 10 * 1 s.

Les résistances chipses, montées sur leur substrat, doivent €tre
] ’ . N . . . . .
examinées visuellement; il ne doit pas y avoir de dommage visibl

4]

.33

.33.

.33.

.33.

Robustesse des extrémités métallisées

La résistance chipse doit &tre montée sur une carte imprimée comme
. s ’
indiqué au paragraphe 4.31.

La valeur de la résistance de la résistance chipse doit étre mesurée
comme spécifié au paragraphe 4.5.

La carte imprimée, avec les résistances chipses montées sur la face
inférieure, doit &tre placée dans 1'appareil de pliage (voir figure 12).
La fléche de la carte est alors amenée 3 1 mm, & une vitesse de 1 mm/s.


https://iecnorm.com/api/?name=2295689b7759dbe1b2fc7f443dd1bd86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

